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Daemablad 9

Skilafrestur 14. mars 2006 kl. 15:00

1. Fjolkristalladur kisill (CVD)

(10) Fjolkristalladur kisill er reektadur dr gasfasa (e. chemical vapor deposition
(CVD)) vid 1270°C. Péttleiki kisilatoma i gasfleedinu er 4 x 10 cm™3. Ferillinn
sem synir vaxtarhradann sem fall af kvadratrotinni af gasflaedinu, ¢'/2, vid 1270°C

er syndur hér ad nedan.

2 T T T T T T T
el
E Ll
s 0 ]
=
S l_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -
=
—
< ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
= | 3 | | | | |
2 05 S P e A A
~ ; | | | | | |
o 3 3 3 i | | |

0 i i i i i i i

0O 020406 08 1 12 14 16
¢'/? [(litri/min)*/?|

(a) Ef hraoafasti yfirboroshvarfa kg er gefinn med

—-AFE
0" exp T

ba skal finna gildio 4 AE.
(b) Finna skal massaflutningsstudulinn hg pegar reektunarhradinn er 1.4 pm/min ?

(Prof mai 2001)



2. Orkugeil halfleidara

(10) Pegar hitastig er haekkad veldur bensla kristallagrindarinnar gjarnan pvi ad
tengi & milli atoma lengjast og orkugeilin minnkar. Fyrir marga halfleidara er gefid
a0 orkugeilin breytist med hitastigi samkvaemt

oT?
T+

Ey(T) = E,4(0)

bar sem « og [ eru fastar sem fundnir eru med pvi ad nalga fallid vio maeld gogn

og E,(0) er staerd orkugeilar vio alkul. Fyrir kisil eru pessi gildi
B,(0) = 1.170 eV

a=4.730x 107* eV/K
B=63 K
begar T er hitastig 1 Kelvin.

(a) Gera skal graf af £, sem fall af hitastigi fyrir Si & hitastigsbilinu 0 — 600 K. Gefa
skal upp gildio & E,(300 K).

(b) Fyrir T'> 300 K er fallid neer linulegt og gjarnan er notud nalgunin
E (T)=1205-28x10"*x T

Hvernig ber pessari nalgun saman vio hina itarlegri j6fnu. Synid & grafinu.

Agaett er ad gera petta med MATLAB.

3. Ideal n-channel MOSFET
(10) An ideal n-channel MOSFET maintained at 7" = 300 K is characterized by
the following parameters: W = 50 pym, L = 5 um, d = 0.05 um, Ny = 10'® cm™3,
nT—poly-Si gate, pns = 800 cm?/Vs (which is assumed to be independent of Vg).
Ignore the bulk charge effect and velocity saturation.

Determine:

(a) Vr

(b) Ipsas if Vo =2V

(¢) dlns/dVis if Vo =2 V and Vp = 0 V
(¢) dlns/dViss if Vo =2 V and Vp = 2 V
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4. Punch-through

(15) Pegar berasnaudu bil lindar og svelgs metast i stuttri ras nefnist pad punch-
through. Gera skal rad fyrir a0 lindar- og svelgsvaedin i n-rasar kisil MOSFET séu
ibaett med 10?0 rafgjéfum /cm® og rasin sé ibaett med 10'° rafpegum /cm® og hin sé
1 pum 16ng. Ef gert er rad fyrir a0 lind og undirlag séu tengd 1 jord, hvada gildi &

svelgspennu veldur punch-through ?



